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１．概要（Summary ） 
原子層堆積法により得られる薄膜は、厚みが均一で

あり MEMS への応用に非常に魅力的な薄膜である。

本研究では原子層堆積膜の MEMS への応用のため、

MEMS プロセスにおける原子層堆積膜のエッチング

レートを調べることを目的とする。 
 
２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】原子層堆積装置（粉末対応型）

(ピコサン／R-200 advanced) 
【実験方法】まず、アルミナ膜を原子層堆積装置を用い

成膜した。設定温度は 200 度、設定サイクル数は 1092 サ

イクルとした。４インチの単結晶シリコンウエハを３枚成膜

装置のチャンバーに設置し、成膜を行った。次に、

MEMS を製作する際に一般に利用される、Deep 
Reactive ion etching(DRIE)装置で、シリコンの深堀エ

ッチング用のレシピにおける、シリコンとアルミナ膜の選択

比を調べた。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 にエッチングレート測定用のサンプルの写真を示

す。エリプソメータにより測定したアルミナの膜厚は約１０５

nm であった。アルミナ膜付きのシリコンウエハがフォトレジ

スト膜付きの４インチウエハ上にポリイミドテープで固定さ

れている。Fig.2 に DRIE 装置によるエッチングプロセス

後のサンプルの写真を示す。エリプソメータにより測定し

たアルミナの膜厚は約 100nm であった。本 DRIE のエッ

チングにおいて、シリコンは約 216um エッチングされるた

め、シリコンとアルミナ膜の選択比は 1:43200 と計算される。

これは一般的な酸化シリコン膜と比較し 1/200 倍程度の

エッチングレートとなるため、非常にエッチングされにくい

材料であると言える。 

 
Fig.1 Alumina coated silicon substrate before DRIE 
 

 
Fig.2 Alumina coated silicon substrate after DRIE 
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